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CVD法による3C/4H‐SiCの単結晶ヘテロ接合形成技術です．
水分解光触媒、電子デバイスなどへの応用が期待できます．
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▶ 技術アピール・マッチングニーズ
4H-SiC基板に3C-SiCをCVD法でエピタキシャル成長し、単結晶の3C/4H-SiCヘテロ接
合を形成する技術を研究しています。この接合は水分解光触媒や電子デバイスへの応用が
期待できます。実用化に向けた研究のパートナーとなっていただける企業様を探していま
す。

▶ 会社・事業の特徴
国立の研究開発法人です。先進パワーエレクトロニクス研究センターは炭化ケイ素、ダイヤ
モンド、窒化ガリウムなどの半導体材料の研究をしています。
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■	従業員数	/ 2,300名
■	資 本 金	/ ー
■	業　　種	/ 研究開発法人
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